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OEM:Valvo Transistor PH2907A Datasheet

| PH 2907 (A)

SILIZIUM - PNF - PLANAR - EPITAXIAL - TRANSISTOREN
fiir Verstirker- und Schalteranvendungen

Mechanische Daten:

GehNuse; Kunststeff,
~ JEDEC TO-92

MaBangaben in mm.

*‘t___—‘_—,-'-j:““
' min

= 3..2; e 1] TRy ——e

=i
=5 —

- L?" == mucht kontrollierter Bersich

T

Eurzdatens FH 2907 PH 2907 A
Kollektor-Sperrspannung -UEB g = max. 60 L11] v
Kollektor-Emitter-Sperrspannung 'ucz g = max. 40 60 v
Kollektorstrom -I[: = BAX. 600 mi
Gesamtverlustleistung bei ‘IJ i 25”c Ptut. = BAX. 628 1y
Sperrschichttemperatur ‘J = WAX. 150 *c
Gleichstromverstirkung 5

bei _UEE = 10 V, -If- = 150 mA B = 1040 100

bei ~Up = 10 V, =1, = 500 mA B : 30 50
Transit-Frequensz

bei ~Upp = 20 V, -I; = 20 mA ' 4 200 MHz
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Absolute Gremzwertes (ghltig bis L -.1_} PH 2907 PH 2907 A
Eollektor-Sperrspannung bei Ip=0s -UEB g = max. 60 60 v
Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei Ig=01 -U, o = max. 40 60 Vv
— i
Emitter-Sperrspannung bei I'C L H LEB 0" max. 5 B v
Kellektorstromg -IG = EAX GO0 mA
Gesamtverlustleistung bei il.l i 25"{:1 ptnl; - BAX. 625 mW
Sperrschichttempoeraturs 8, = max. 150 “c
Lagerungstemperaturs &s = min. =65 e
b = max. 150 “c
Wirmewiderstandg
gwischen Sperrschicht und Umgebungs IlllJI v E 200 K/%
7540 Loy
P | -1 | | |
2 maa | | | |
[ | | T 1
— T -
50— | : L]
I N A
- W ——
250 -
Ll - Dy
i | I ! [N
| [ | ! I ! -\'\u
o ] 1 1T [ 1 L T 1 T\
0 50 100 s ey 150
u

Datasheet Rev. 1.0 — 10/20 — data without warranty / liability



OEM:Valvo Transistor PH2907A Datasheet

PH 2907 (A)

Eennwerte:
e e

bei 8, = 25°C, sofern micht anders angegeben PH_2907 PH_2907 A
Kollektor-Reststrom ¢ )

bei I, = 0, =Upp = B0 Vi -IEH 0 : 20 10 nA
bei Ip = 0, =Up, = 50V, &, = 180t =Iog o = 20 10 pA
Reststrime ¢

bei "'UCE = 30 \I" +UE = D|5 Vi -ICE v : 3 ::

“lgn v =

Kollektor=-Durchbruchspannung . .
bei IE = 0, rIc = 10 pA:r ‘u{BH}CBﬂ = [i]
Kollektor=Emitter=-Durchbruchspannung 5

bei IE = 0, -Il: = 10 mA: -U[BI.] CE O - 40 60 Y
Emititer-Durchbruchspannung 3 . .
bed Il: = 0, —]E wm 10 pA: -U{ml EBO ®
Eollektor-Emitter=Hestspannung ¢ \ .
bei -1, = 150 mA, =I, = 15 mAs e — : .

bei -1, = 500 mA, Iy = 50 mA: “Uop sat = .3 v
Basisspannung ¢

bed _!G = 150 mA, -IB = 15 mAs 'UBE sat : 1,6 :
beid -Iﬂ = 500 mA, -I!. w 5O mAt -UBE sat -‘I 2,8
Gleichstromverstirkang o

bei -UEE = 10 V, r[c = 100 pAs B ; 35 T8

bei -UCF = 10 ¥V, -IU ] 1 mA: B ; 50 100

bei -ECE = 10 V, -lc = 10 mAz B = 75 100

bei ~Ugp = 10 V, =T, = 150 mAs B . 100-300  100-300
bei -UEE = 10 ¥, -IC = 500 mA: B = 30 50
Transit=-Frequenz

bei ~U = 20 V, -IC = 050 mA 5

und tu = 100 MH=z: IT = 200 MHz
Eollektorkapazitit <

be i -UCB = 10 V, II'.'. = 0, f=100 kHz: [:l! = 8 pF
Bmitterkapazitit ¢

bei -UBB = 2V, IE s 0, £ = 100 kHzg En = a0 pF
Schaltzeiten

bei -ICI = 150 mA, -IHI - +IBT = 15 mAs .

£ L
td = 10 ns, lr = 40 ns, t!in : 45 ns
{
t- E B0 ns, tf = 30 ns, 1nul = 100 ns
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